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JAUGE DE MESURE DE GRAMMAGE / CORRIGE™® 2 Porvee d° m

A_nalysé FOﬁcﬁonnelle

Q1)

conversion au niveau mesuré

Mesurage du niveau des rayons X ayant traversés le voile non tissé, puis affectation d’un coe 1ent

WTO

tal{’//3

FSZI : Ac«u;isiﬁﬁn de Ia valeur du courant de faisceau

V211 =-R21 *Ie avec Ie = Ifsc
QZ) V212 = <(R23/R22) V211 V212 =(R21 * R23) / R22 *,I}si \_// 1+1+1
Q3) | V212 =100 000 * Ifsc Conversion Courant / tensién ™\ 1+1
Q4) |Durant le cas N°1, V212 = 4,5V donc Ifsc = 45 pA 1
Q5) | Durant le cas N°2, V211 = -Vsat donc V212 =-V211 = +15V 7 \ 1
06) A fermé pour CECH = 1, / ( ) / 1
Ron max = 240Q, 4 Tamb = 25°C et Vdd = +15V 1
Q7) T max = 24ps, “( /éﬂ/ / 1
| Acquisition toujours correcte, car chargﬁcomp;te au bout de 5 1, soit ati maximum J201s 1
Q8) | Vmif = V213, montage suiveur /oy 1+1
Q9) Pour Ron = 1509, T = 15us, donc charge compléte au boutg /ﬁf 1
Voir Chrono. Sur DR1 page C Cor 3/7 2
/>\/ Total| 16
FS22 : Elaboration du signal de modulatign \
Q10) (10 = (V222 — Vmif) / Req (car le fonctionnement lighaire de U23B impose E+ = E-) 2
o11) Montage Intégrateur, \B\ _ _ 1
Vsm = Uc23 + V222 = (10 / C23) * t + Uc0 + Y292, dotte K =10 / C23 3
Q12) | Régime permanent entrainant 10 = 0, donc Vyif 3 V222 = 8V, donc Ifsc = 8 : 0,1 = 80pA 2
Q13) | Voir tableau 1 sur DR2 page C Cor 4/7 / 3
Voir chrons. A, B et C sur DR2 page C Cér 4/7
Q14) Chrono. A : augmentation de 140 mv eg 0,4ms, 3
Chrono. B : Vsm constante car 10 =0,
Chrono. C : diminution de 20mV en 0 ,4m3s
Chrono. A : Ifsc = 10pA < Ifsc so => Vsnr'augmente pour obtenir une angmentation de Ifsc,
015) Chrono. B : Ifsc = 80pA = Ifsc Vsm rste stable (aucune correction 4 apporter), 4
Chrono. C : Ifsc = 90pA > Ifs€ souhaité, = Vsm diminue pour obtenir une diminution de Ifsc,
=» Réaction normale de la fonctivirdans chaque cas.
/ W Total 18
FS23 : Génératien de ux de commande
Q16) Genératuﬁd’ ggnal,pénodlque => montage astable 1
017) Z 'f8-3156) 0,708, 1
YA 2R27),et T =0,693 * (R26 + 2*R27) * C25. 2+2
Q18) |a 7’0 708 & R27 k0,762 * R26 = 4,77 KQ, choix dans E24 : R27 = 4,7KQ 2
Q19) [C35=1/(0,693 f R26 +2 * R27)) = C25 =47,56 nF, choix dans E2 : 47 nF 2
Q20) |Voir chirono. dgVV232 sur DR3 page C Cor 5/7 1
Q21) R28 * C26=1 ;/1% ]
\(oir chrono. deA/233 sur DR3 page C Cor 5/7 2
Q22) | Vbir tableanZ sur DR3 page C Cor 5/7 3
Q23) | Voir chrono. de Vmli sur DR3 page C Cor 5/7 2
Total 19
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FS24 : Adaptation de puissance

Q24) | Voir tableau 3 sur DR4 page C Cor 6/7 4
Q25) | Rds on max =0,16Q & 80°C 1
1d moy = Id max * t1 / T ave t]1 = durée du signal au niveau haut, N
Q26) | 1d moy =2,5%0,3/0,5=1,5A _ > 2
27) | Rthj-mb =3,1 °C/W Rth j-a =75 °C/W ‘ Tjmax=150°C /| / //13
T°j = (Rth j-a * P) + T°a = (75%0,9) + 40 = 107,5 °C 4 / 3
Q28) Dissipateur pas nécessaire car T° < Tjmax ﬁ / 1
A 10, Ifsc trop faible car Vmif < 8V, donc intensité insuffisante des rayons X émis. V 0 /
29 Det0 atl: — ﬁ-
Q29) Vmif < Vconsigne (8V), donc 10 > 0 = Vsm augmente =¥ Ifsc augmente =¥ intensité dps rayons X
émis augmente jusqu'a obtenir Vmif = Vconsigne correspondant  l'intensité souhaitée dis tayo
Total 13
\\
FP5 : Conversdion Analogique / numérique S/ Y )
Q30) | Voir page C Cor 6/7 ;N /] )/ 3
Q31) |PourS0=S1=0,etS2=1, Va=Vmes { // 2
3, | Résolution de 12416 bits, v 5
Q32) Dans l'application, résolution de 16 bits car broche 32 Non Cpm;:;é\e.

Gamme de tension d'entrée de 0V a +10V car broche 26 relie ¥ bfoche22 (0V), é brdche 24 NC,

Q33) | et signal a convertir relié a broche 25. ;
q=10/65536=152,6 uvV B

Q34) V01r page C Cor 7/7__ A2 2

U55 et ulJ56 : rendre dlSpOIllble sur le bus de données 8 Hits, 0it les poids faibles, soit les poids forts q

Q35) | durésultat de la CAN qui est sur 16 bits. 1

<Bus> = <poids forts> pour CSBL\=NL1 et CSBL

Q Total 15
/\

FP6 : Traitement numérique

Q36) Capacité RAM = 32 kOctets car 15 fils d,édress et format de 8 bits (8 fils de données), 2

Capacité EPROM = 64 kOctets car 16 ﬁs d'adresses. et format de 8 bits (8 fils de données), 2

Broche 27 U65 : enirée du signal d‘écW de la RAM, :

Q37) | Pas de signal de ce type pour U66 (EPRON). car cifcuit utilisé en lecture seule (lors du contexte ]
d'exploitation) P

Q38) | Voir page C Cor 7/7. P \ 3

Q39) | Voir page C Cor 7/7 / ] 2

O Total| 711
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Questions Q4, Q5, Q9
Présence du Absence du Présence du g
courant de courant de courant de
chauffage ! chauffage ! chauffage
yv212 (casn®2) i __ (casn™) | (cas n°2)
) T ; !
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Document réponse n°2

Question Q13

Tableau N°1

J/;g f/-\f
~ s A
VMIF (V) 1 7 8 ¢ |/ f"/’}
s I
";j‘ :'j"‘/j ‘{f 1‘;'
P i Vi
To (nA) +350 +50 0 ~§0 VS s
i yd
K (Vh) +350 +50 0 -850
AN
™
£ ~
~ A
/’r” i f\" /
Questions Q14, Q15 PR B A A J/
g g’ \"\./"/ ;’_: ‘;l “/
‘ ’f"/l H/
~ e yd
VMIF VMIF 7 7. VMIF ,"/,
) 4 /2L =
T T ~/ ™ T
Consigne j; R A - T -ty T - T ==
I 1 ;4 0~ T
I T AR I
- e rd X 4
1 ] 1 [ L_> 1 7 | I ] ! 1 :“‘“} 1 T ] 1 ] ] >
T [§ T T 1 i 1 ¥ T 1 T i
0,1 02 03 04 | (;mg 01 02 03 04 0,1 02 03 0.4 (g
e ~. 4
vsm vsM rd ) ™ VSM
v) : v+ 4 : v) \
T 1 T 7 :v,‘ 1
320 T g 952 . i 10,6/ !
3.24 :/ 9,80 N 10,65 ':
32 1 ; 9,78 \\ V4 ! 10,63 !
3,20 ]F i 976 T ™~/ ! 1061 T |
RN ' . | L H
3,18 T ! BEALS : 10,59 !
T ' . T} o T T
3,16 T : /.f 9,72 ]L ; i 10,57 |
3,14 T 5 PREY ; 10,55 T !
.12 T ; / [ o8 % : 10,53 T E
I L iR ! € 1
3,10%? | ‘; . 9,613 A i 10513, l.
1 | L £ I [ | T 1 f L 1
o 01 02 03 0@ 't(ms) . %% 01 02 03 o: t’(ms) ® % 01 02 03 0}4T(ms)
o7

ato, VSM =3,10v

Chronogramme A

IEELMESBIS

adto, VSM =9,74v

Chronogramme B

ato, VSM=10,63 v

Chronogramme C
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Questions Q20, Q21, Q23
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Document réponse n°4

Question Q24 Tableau n°3
VMLI | Etatde | Etatde Vas Ves
T21 T22 de T23 de T24
™ » |
0 B st 0 0
5 st B | +10 | +15
1) S : on considére les transistors saturés avec Vcesat = Ov B : Bloqué

Question Q30 Schéma structurel de FP5
+5y /7/\ \.._,-«/U
us1 111
us3 SHC76
2 MUX s 8
EN v + IN ouT
p) \/ 1 on &
(r N -
Q 5 @
RV52
/ +st Bus de données D0 & D7
Us5
2 18
sy N R
cikout :g ilae g8
10V o) 51 A3 B3 2
Ad B4
Sov LSB a5 es
D16 & 5] A8 B6 33
D15 33 A7 87
GA D14 % ]
D13 DIR
D12 f 1915
312, 0 74HCT245
PO DS
D8
CLK CRTL D7
D8 5 Us6
cPl D5 5 ; 8
D4 £ A0 B0 7
cc D3 = A1 B1 [
D2 = A2 B2 2
STATUS C1 ryrery 5] A3 B3 47
2 2 A4 B4
sc & A5 B5
A B6 |35
o ADCT6 WA e
1
DR
|2
/7 T4HCT245
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Question Q34

Tableau n°4

>

-

-
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Vi Mot binai
(:;l BL:SB B5 Bg e B12 % |
1111111 ]1J1]1]1]1 1,./_6//
0 o/{o/o[o/ojo|o[0[{0|0O|0|0|0]0,
N
Question Q38 Tableau n°5
()
Circuit A15|A14[A13|A12|A11[A10[ A9 | A8 [ A7 | A6 |/AS | A4-A3[ A2 | 1| A0 | Hexa
Ravm | Dt [0 0/0]/0|0/0/0/0]/0]0[0]|0]|80/0)0 $0000
ues Fin [ofo|0|1|1]1 1|1/ P1 |14 411 [$1FFF
eproy | Pébut [olo[1]olofofo |0 | 00|00 [0]0]0] 200
_Uss Fin 1[0V ][1[1[1 |1 ™M1 |1 1%1 1 1[1]1|SBFFF
pecopeur| Pt (111 (1 /0000 {xts|X|x x[0]0]0 $E000
us3 Fn [1/1/1/0]/0]0]/ofo /x|xVx|x|[x|[1]|1]1[$SE007
Question Q39 Tableatrn’6
A2 Al ixég G2B Sortie
Broche 3 Broch Breche 1 Broche 5 sélectionnée
0 | o 0 CSBL)
o | o~ N\ 0 CSBH\

Réponses de la partie Electronique
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Spécialité génie électronique

Session 2004
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JAUGE DE MESURE
DE GRAMMAGE

| Analyse fonctionnelle

Cette partie contient :

Analyse fonctionnelle du systéme : A1 a A5
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| PRESENTATION DU SYSTEME TECHNIQUE ]

Le systéme dans lequel intervient I'objet technique étudié est une unité de
fabrication de voiles « non tissés ».

Ce produit, de différentes épaisseurs et qualités, intervient dans la confection
darticles de plus en plus nombreux tels que nappes, parasols, couches,
lingettes...etc.

MISE EN SITUATION

Les voiles « non tissés » sont fabriqués a partir de fibres naturelles (coton) ou
synthétiques (polyméres). Ces matiéres premiéres arrivent dans I'entreprise sous
formes de bales qui alimentent la ligne de production de maniére continue et
réguliére.

PROCEDE DE FABRICATION

La premiére opération consiste a étirer (carder) la fibre afin d’obtenir un tapis
régulier et homogéne. Cette opération est répétée jusqu’a I'obtention d'un film a
I'épaisseur désirée.

Celui-ci, d’'une résistance mécanique faible, passe ensuite dans une machine
encolleuse, ou lui sont ajoutés différents produits chimiques qui apporteront des
propriétés particuliéres au produit final.

Pour terminer, le voile « non tissé » est chauffé afin d'effectuer le séchage.

Avant d'étre enroulé pour former les rouleaux que lon va stocker,
'homogeénéité et la densité du produit sont contrdlées en continu par la jauge de
mesure de grammage (masse du produit au métre carré).

Ce grammage est déterminé par mesure de [lintensité du niveau d'un
rayonnement ayant traversé le voile non tissé dans son épaisseur.

DIAGRAMME SAGITTAL

Autres éléments de
l'unité de production
(Etireuse, convoyeur ...etc.)

JAUGE DE
MESURE DE
GRAMMAGE

Parameétres
d’exploitation

E4

IEELME] _ (4 eCELNEA

[Bac STI G Electronique [ Etude des systémes techniques industriels | Analyse fonctionnelie {Page : A1/5 |

Environnement

Superviseur
de ligne




Description des entrées et des sorties de I’objet technique :

E1 : Rayons X regus

E2 : Ordres de commande et consignes diverses
E3 : Energie électrique

E4 : Température entrefer

S1: Rayons X émis

§2 : Nombre représentatif du grammage

S3 : Nombre représentatif de la position des sondes
S$4 : Témoins d’alarmes et de bon fonctionnement

PRESENTATION DE L’OBJET TECHNIQUE J

L'objet technique étudié est composé des différents éléments suivants :

- un ensemble bati « travelling » qui assure le déplacement des sondes (Tétes
d’émission et de réception) de part et d'autre du voile « non tissé »,

- une sonde émettrice et une sonde réceptrice de rayons X,

- une armoire dans laquelle se trouvent les différents organes électriques ainsi
qu'un rack contenant les différentes cartes électroniques.

l _ Sonde émettrice Voile « non tissé »

- .
M

Sonde réceptrice

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA JAUGE :

- Produit mesuré Voile « non tissé ».

- Grammage 30 a 300 g/m?

- Epaisseur du voile « non tissé ». 5240 mm

- Largeur du voile « non tissé ». 2600 mm

- Vitesse ligne 0,fm/s a 1m/s
PRINCIPE DE MESURE :

Les rayons X émis par I'appareil traversent le voile « non tissé ».et sont plus
ou moins atténués en fonction du grammage du voile.
Pour obtenir le grammage du voile « non tissé »., on effectue la mesure de la
quantité de rayons X recus a laquelle on applique un coefficient de conversion.
Le coefficient de conversion entre le niveau de rayons X regus et la valeur du
grammage correspondante résulte d’une opération de calibrage qui consiste a
effectuer la mesure avec un échantillon étalon placé dans l'entrefer (entre les
sondes).

| Bac STI G Electronique [ Etude des systémes techniques industriels | Analyse fonctionnelle | Page : A2/5 |
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FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL :

Sondes

Ensemble
bati « travelling »

balayage n+2

Sens de
défilement
du voile

balayage n+1

Les sondes effectuent des allers-retours sur toute la largeur du voile « non

tissé ». (que I'on appelle laize) et procédent & des mesures toutes les 100 us
environ.

La position des sondes et les valeurs mesurées sont transmises au poste de
supervision pour y étre affichées et mémorisées.

A chaque traversée, on affiche un profil représentant les mesures effectuées,

sous la forme d'une ligne continue comprenant 640 pixels, ceci quelque soit la
largeur du produit.

Exemple de profil :

Grammage 4

110 g/m?

105 g/m?

100 g/m?
95 g/m?
90 gim_ /\—”—_\/
85 g/m? ' .
80 g/m?
75 g/m?
70 g/m?

= —-
Position des sondes

IEELME] _ 4 ESELNEA
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FONCTION D’'USAGE

L'objet technique effectue, de fagon automatique et continue, la mesure de
grammage d'un voile « non tissé », par émission et réception de rayons X.
Il gére donc le déplacement des sondes émettrice et réceptrice d’'un bord a Fautre
d’'un voile « non tissé ».

SCHEMA FONCTIONNEL DE NIVEAU Il

Rayons X
regus i VMES
_reeus I Recevoir les
rayons X
Nombre représentatif du grammage
»
Températures ] Nombre représentatif de la position des sondes
» Gérer et >
Consignes R controler les CONS
(du supérviseur) cycles de
mesurage
Ll
Energie électrique
modulée
Déplacer les Position
tétes d'émission
et de réception
Energie Emettre des Rayops X
électrique émis

A 4

rayons X a >
niveau constant

[EELMEI_ (eSel NE4
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Energie L ,
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» haute tension 3
FP1 Producti Rayons X Z
roduction émis
. ———p =
de rayons X e}
CONS Régulation du  |[MIF a niveau Z
courant de constant e m
faisceau ICH =)
Captage > FP2 > FP3 o
Rayons X des rayons X > m
regus 0
A4 m
FP4 -
VMES ’
Informations échangées avec
VT°TX Nombre le superviseur (E2, S2, $3) .
T°TX — Acquisition des - Conversion binaire >
T°RX températures |—YTRX !  Analogique
T*Entrefer__y, VT°Entr Numérique STAT Traitement [ CSBL\ )
FP7 ) > numeérique Energie
de'SqU CSi’ électrique
CSBL\ . '
CSBH\ FP5 informations
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Position de la position o i Déplacer les 16128
_____’ >
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Signaux de commande et de sélection
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Questions et documents réponses : C1a C10 et CR1 a CR5

Documents annexes : CAN1 a CAN9

EELME] - (4 ESELNEA



[) Exploitation de ’analyse fonctionnelle

Q1) Quelle est la méthode utilisée pour déterminer le grammage d'un voile « non tissé » ?

Il) Etude de FP2 « Réqulation du courant de faisceau »

Pour la précision des mesures, il faut que l'intensité des rayons X soit stable. Celle-ci
est proportionnelle & la valeur du courant de faisceau IFsc, il faut donc le maintenir constant. Ce
courant, qui varie en fonction de la température du filament, est débité par I'alimentation haute
tension, il circule & travers le tube a rayons X et retourne au commun a travers le filament ou il
s'additionne au courant de chauffage ICH (voir croquis du tube & rayons X ci-dessous).

Le courant de chauffage est un courant haché, et la mesure de la valeur du courant de
faisceau a lieu pendant les temps de coupure du courant de chauffage du filament.

Tube a rayons X :

Chronogramme des courants

IcH IcH+HFsC "
——] IFsc A lesure
| 2,5A
: |
v 4 3 4
gHHFSC 5000v Chauffage 1 L
T 100pA — ! >t
~____1____: ov 534 ps
Schéma fonctionnel de second degré de FP2 :
N
CONS I Eiaboration |SM [ Genération des | MLI ICH
du signal_ de > signaux de » Adaptation de >
modulation commande puissance
Fs22 FS23 —’ FS24
Production CECH
de la durée
d'échantillonnage
SCK FS25
Acquisition de la E
valeur du courant
de faisceau
FS21
Vmir

|§ac STI G Electronique ] Etude des systémes techniques industriels |

Partie électronique
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Etude de FS21 « Acquisition de la valeur du courant de faisceau »

R23

100K U23A
U218 2] Neo

6 {_ U22A CD4086B > 1
Bzl 2 af, * MIE

5], >~ IO CT Oll :
TLo82 nen C2-1J— TLos

V212 13 100nFI V213
[CECH— / ; 7

Le circuit 4066 est alimenté en +15V, et les circuits TLO82 en +/- 15V.
lis seront considérés comme parfaits, avec +Vsat = +15V et -Vsat = -15V,

Cette fonction permet d'obtenir une tension image de la valeur du courant de faisceau IFsc.

Remargue : Suivant l'intervalle de temps dans lequel on se situe, Ia grandeur d'entrée de FS21
est différente :

e cas n°1: absence du courant de chauffage dans le filament, le signal d’entrée Ie est
égal au courant de faisceau IFsc, U21A fonctionne alors en régime linéaire.

* cas n°2: présence du courant de chauffage dans le filament, le signal d'entrée e est tel
que U21A fonctionne alors en régime non linéaire, entrainant V211= -15V.

Pour les questions Q2. Q3 et Q4. on suppose que I'on se trouve dans le cas n°1 : ( Te = Tesc)

Q2) Exprimer V211 en fonction de IFsc et R21, V212 en fonction de V211, R22 et R23.
En déduire 'expression de V212 en fonction de IFsc, R21, R22 et R23.

Q@3) R21 = R22 = R23 = 100 KQ, donner la relation numérique entre V212 et IFsC.
Quelle est la fonction réalisée par cette structure ?

Q4) D’aprés le chronogramme de V212 fourni sur le document réponse n°1 page CR1/5,
déterminer la valeur de IFsc.

Pour la question Q5, on suppose que I'on se trouve dans le cas n°2 : ( Ie =Tgsc+ Icn)

Q5) Lorsqu'if y a présence du courant de chauffage, justifier la valeur prise par V212 (voir le
chronogramme sur le document réponse n°1 page CR1/5).

Q6) A laide de la documentation du circuit 4066 (page CAN2/9), préciser le niveau logique de
CECH pour lequel le commutateur analogique A est fermé. Dans ce cas, déterminer la valeur
typique et la valeur maximale de la résistance « Ron » @ 25°C.

Q7) Lorsque e commutateur analogique A est fermé, calculer la valeur maximale de la constante

de temps © = Ron.C21, toujours & 25°C. Une durée d’échantilionnage (CECH) de 120 us
permet-elle toujours une acquisition correcte de V212 (justifier)?

Q8) Quelle est la relation entre les tensions VMIF et V213, Préciser le nom du montage réalisé par
le circuit U23A.

Q9) En considérant que Roy = 150 Q, compléter le chronogramme de VMIF sur le document
réponse n°1 page CR1/5.
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Etude de FS22 « Elaboration du signal de modulation»

La fonction délivre une tension continue (ou lentement variable), qui permet de modifier Ia
valeur du courant de chauffage du filament, ce qui entraine une modification du courant de
faisceau. C'est la différence entre la valeur désirée du courant de faisceau (consigne) et celle
mesurée qui provoque I'évolution de la tension de sortie de la fonction.

Uces |
Io C23
1pF
L Nren
TR oK 5|, ‘r——{=J
R25

c22 TLO82

100nF V222 +15v
U24

VOUT v+
TRIM

Gnd

V221 REF102

T

Rappel : Charge d’un condensateur a courant constant : Uc(t) = 1.t/ C + Uco

Q10) Exprimer le courant lo en fonction de VMIF, V222 et Req
Avec Req = R24 + aRV21 (RV21 = 100kQ, et a variant de 0 & 1, donc aRV21 représente la
portion restante de RV21 selon la position du curseur).

Q11) Comment appelle-t-on le montage réalisé par U23B et C23 (fonction mathématique) ?
Pour simplifier, dans un premier temps, on considére que C23 se charge a courant constant.
Montrer que Vsm = K.t + Uco + V222, avec K = 10/C23 et Uco tension aux bornes de C23 a
un instant origine to.

Le cavalier (voir schéma), placé en position J1, permet par réglage manuel de RV22, d'obtenir une
tension continue V222 image de la valeur du courant de faisceau IFSC souhaitée (on parle de
grandeur de consigne). Le réglage de RV22 est tel que V222 = 8V.

Q12) On donne la fonction de transfert V?:'E'F =0,1 VIuA

Déterminer la valeur du courant de faisceau IFSC correspondant au réglage de RV22, en
régime permanent caractérisé par lo = OA.

Q13) On considére que Req = 20 kQ.
Compléter le tableau n°1 sur le document réponse n°2 page CR2/5, en y indiquant les
valeurs de lo et de K en fonction des valeurs de VMIF (V222 = 8 volts).

Q14) En vous aidant des résultats précédents, pour les 3 valeurs de VMIF correspondant aux
différents chronogrammes (A, B, et C), tracer Vsm en fonction du temps sur ie document
réponse n°2 page CR2/5.

Gréce aux fonctions FS23 et FS24 étudiées par la suite, une augmentation de VSM aura
comme conséquence I'augmentation de IFSC. De méme, si VSM diminue, cela entraine la
diminution de la valeur du courant IFSC.
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Etude de FS23 « Génération des signaux de commande »

La fonction produit un signal de fréquence fixe, dont le rapport cyclique est commandé
par la tension VsM. La modulation de la largeur d’impulsion permet, aprés amplification, de faire
varier la valeur moyenne du courant de chauffage du filament, donc par conséquent, la valeur du
courant de faisceau.

SCK

+5v +5v +5v +5v  +5v
R26 T
6,8K R u26
uzs R28 D1 3.3K —2d RESET
4 UZTA 1K 1N4148
RESET c26 THRES OUT
R27 8 3 1 2 i
THRES OUT ) 1 f >
2 1nF
TRIG  iscH.T 7ALS04
c25 S CONT V231 V232 |v233 | C¢z7|
NE555 47nF
-
R210 / ; 7
M 1— {

Les circuits intégrés sont alimentés en +5V.

Q16) Compte tenu du schéma structurel, identifier la fonction réalisée par le circuit U25 (voir la
documentation du NE555 pages CAN3 et CAN4) .

Le signal de sortie du circuit U25 (V231) est représenté sur le document réponse n°3 page CR3/5.

Les durées a I'état haut et & I'état bas du signal sont les suivantes : TH=378 us
TL=156 ps

Q17) Calculer le rapport cyclique TH/T. En vous aidant de la documentation technique du NE555
(pages CAN3 et CAN4), déterminer 'expression du rapport cyclique et celle de la période,
avec les éléments de la structure.

Q18) On donne R26 = 6,8 kQ, calculer la valeur de R27 qui permet d'obtenir le rapport cyclique
désiré. Donner la valeur normalisée la plus proche dans la série E24.

Série E24 :10-11-12-13-15-16-18-20-22-24-27-30-33-36-39-43-47-51-56-62-68-75-82-91
Q19) Déterminer 'expression de C25 en fonction de R26, R27 et T. )
Puis, en reprenant la valeur de R27déterminée a la question Q18, calculer la valeur de C25

afin d'obtenir la période désirée et donner la valeur normalisée la plus proche dans la série
E12 (voir série E24 ci-dessus).

Q20) Tracer le chronogramme de V232 sur le document réponse n°3 page CR3/5.

Q21) Calculer la constante de temps R28C26 et tracer lallure de V233 sur le document réponse
n°3 page CR3/5.

IEELMEJ _ L4 €SEL NEA
[ Bac STI G Electronique | Etude des systémes techniques industriels | Partie électronique [ Page: C4/10 |




U26 réalise une fonction monostable, dont la durée de I'impulsion de sortie peut étre modulée par
l'application d’une tension sur la broche 5 (CONT). Il s’agit du montage donné dans la
documentation technique, page CAN4/9 : MODULATION DE LARGEUR D'IMPULSION

La relation entre la tension Vbr5 (tension en broche 5) du circuit U26 et la tension VSM,
imposée par la présence de la résistance R210, est donnée par le graphe suivant :

Vbrs
v

A)Y
)

0.2 1

VS M

L : n 1 : 3 4 L . § ' L s + »
T T T y T T t U T 1 T T T Y » (V)

0 1 5 10 14

Q22) Compléter le tableau n°2 sur le document réponse n°3 page CR3/5, en déterminant la
tension en broche 5 en fonction de la tension de commande VsM, et en calculant la durée de
l'impulsion obtenue en fonction de la tension de commande Vsm.

Q23) Compléter le chronogramme de VMLI sur le document réponse n°3 page CR3/5, si on
considére que Vsm = 10V.
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Etude de FS24 « Adaptation de puissance »

La fonction permet d'adapter le signal MLI en puissance afin d’alimenter le filament
qui en chauffant permet I'émission du faisceau d'électrons. On désire vérifier le
fonctionnement de FS24 et valider le choix du transistor T24.

+5v

+15v

Filament
1FsC

21 150
U2BA R211 2N2222A
47K
i— pol? D23

74LS07 T22

2N2807A R214 I

/77

T24
BUZ71A

vers FS21

Q24) Compléter le tableau n°3 sur le document réponse n°4 en y précisant le VGS de T24, I'état
des transistors T23, T24 (bloqué ou passant) en vous aidant de la documentation du
-BUZ71A (page CAN5/9), ainsi que I'état du filament (alimenté ou non aliments).

Q25) A l'aide de la documentation du BUZ71A (page CANS5/9), déterminer la valeur maximale de

la résistance entre drain et source lorsque le transistor T24 est passant et que sa
température de jonction T°j = 80°C.

Chronogramme du courant de drain Id du transistor T24

id A
2,5A -

I X »
t t

o T 05 1 " t(ms)

Q26) Déterminer, sous forme littérale, Ia valeur du courant moyen de drain, puis faire I'application
numeérique.

On rappelle la relation entre la puissance dissipée P, I'élévation de température AT et la
résistance thermique jonction-air ambiant Rthja pour un semi-conducteur sans dissipateur :

Rthja = AT/ P avec AT° =T -T°a

Q27) Extraire de la documentation du BUZ71A (page CANS5/9), les valeurs des résistances
thermiques entre jonction et boitier (Rth jmb), jonction et air ambiant (Rth ja), ainsi que la
valeur de la température de jonction maximale (Tjmax).

Q28) Calculer la température de jonction T°j si I'on considére que la puissance moyenne dissipée

est de 0,9 W et que la température ambiante est de 40°C.
Conclure si un dissipateur est nécessaire ou pas (justifier).
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Synthése de la fonction FP2

On donne ci-dessous I'évolution des signaux Vi et Vay sur une durée beaucoup plus iongue que
celle des chronogrammes fournis sur le document réponse CR2/5.

VMIF
(4

9+
8
7-
6 4
5_
4 4
3
2_-

4

60 " t(s)

0 1 T T 1 >

to 15 30 t1 45 60 t(s)

Pour t > t1, la valeur du courant de faisceau est conforme a celle fixée parle réglage de RV22
(structure de FS22) et on a le rayonnement X souhaité.

Q29) Que peut on dire du courant de faisceau et de l'intensité des rayons X at0 ?
Expliquer, en quelques lignes, comment la fonction réagit pendant l'intervalle de temps 10 -
t1, en décrivant comment évoluent les différents signaux IFsc, VMIF, VSM, VMLI, ICH, la
température du filament et I'intensité des rayons X.
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1) Etude de FP5 « Conversion analogique/numérigue »

Lexploitation des mesures étant effectuée par un microprocesseur, il est nécessaire de
convertir les tensions représentatives des différentes grandeurs analogiques (températures,
courant de faisceau et grammage) en grandeurs numériques. L'étude suivante permet de valider le
fonctionnement de cette foniction.

Schéma fonctionnel de second degré de FP5

VTTX —P L . . N
VT'RX ——pf Sélection vA | Echantilionnage VAE Conversion | »p
VTEntr — | delagrandeur p de la grandeur Analqg_lque
VMEF a convertir sélectionnée Numenques 5 | STAT
FS51 FS
VMVES > Fs52 R
3
Entrées de sélection CEB CC CSBL\ CSBH\
S0, S1etS2

Q30) Entourer les structures associées aux différentes fonctions secondaires de FP5 sur le
schéma structurel, document réponse n°4 page CR4/5.

Etude de FS51 « Sélection de la grandeur a convertir »

Q31) Préciser la grandeur présente en sortie de U51 lorsque les entrées de sélection SO, S1 sont
a 0 et 82 & 1 (documentation du circuit HI508 page CAN9/9).

Etude de FS53 « Conversion analogique numérique »

A partir de la documentation du circuit ADC 76 (pages CAN6/9 a CANB8/9) et d'aprés le
cablage de ses différentes broches, répondre aux questions suivantes :

Q32) Quelles sont les résolutions numériques possibles du convertisseur ? Dans notre application,
déterminer la résolution numérique et le temps de conversion (justifier) .

Q33) Déterminer la gamme de tension d'entrée utilisée dans notre application puis calculer la
valeur du quantum (1 LSB) en microvolt (justifiez vos réponses).

Q34) Compléter e tableau n°4 sur le document réponse n° 5 page CR5/5 .
* Q35) Quel est le role des circuits U55 et US6 ? (voir table de vérité des circuits en page CAN2/9)

Preciser les niveaux logiques de CSBL\ et CSBH\ pour que l'octet de poids fort du
convertisseur soit présent sur le bus des données (justifiez votre réponse).
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) Etude de FP6 « Traitement numérigue »

La fonction traitement est réalisée par un microcontroleur Intel 80C196 et son
environnement. On se limite volontairement aux fonctions et liaisons utiles a notre étude.

Schéma fonctionnel de second degré de FP6

Démuiti plexage Bus d'adresses basses : A0 a A7
adresses/données
-
ALE FS63 ¥
4 Bus d'adresses/données ADO 4 AD7 » Mémorisation
des données
WR\
Ll
Traitement » FS64
RD\ . L.
»1 Mémorisation du
S programme
FSB1 Bus d'adresses hautes : A8 & A15 %&
FS65
CSRAM\
—> Décodage CSEPROM\
> d’adresses CSBL\
- CSBH\
S FS62 1 Y
Ports d’entrées/sorties

Le schéma structurel partiel de FP6 est donné sur le document annexe page CAN1/9

Etude de FS64 et FS65 « Mémorisation »

Q36) A partir du schéma structurel, déterminer les capacités des circuits mémoires RAM et
EPROM en Ko (justifier vos réponses).

Q37) Quel est le role de la broche 27 (/WE) sur le circuit U65 (RAM) ? Pourquoi le circuit U6
(EPROM) ne comporte pas cette broche ?
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Etude de FS62 « Décodage d’adresses »

La fonction est réalisée par le circuit programmable PAL16L8 et par le circuit décodeur 74HCT138
(U64 et U63).

Les équations des signaux de sélection des circuits U63 et U65 sont les suivantes :

CSRAM\ = CSRAM = A15.A14.A13

Q38) Compléter le tableau n°5 sur le document réponse CR5/5 avec les consignes suivantes :
e Mettre une croix (X) pour les fils d’adresses non utilisés,
e Déterminer, en hexadécimal, la valeur des adresses de début et de fin associées a
chaque composant. Pour cela, on donnera a X la valeur logique 0.

Les signaux CSBL\ et CSBH\ en sortie du décodeur U63 sélectionnent respectivement les
circuits U55 et U56 de la fonction conversion analogique-numérique.

Q39) Compléter le tableau n°6 sur le document réponse 5 page CR5/5 (documentation du
74HCT138, page CAN9/9)
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Document réponse n°1

Questions Q4, Q5, Q9

Présence du Absence du Présence du
courant de courant de courant de
chauffage chauffage chauffage

v2ip (casn°2) (cas n°1) (cas n°2)
(v) A

15 T —

45 1. .

5D 100 150 200! t(us)

CECH
V) A

15

120uS

A

50 80 100 150 200 t (us)

»

T 1
0 50 100 150 200 t (us)
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B Document réponse n°2 ]

Question Q13 Tableau N°1
VMIF (V) 1 7 8 9
lo (ua)
K (vis)

Questions Q14, Q15

VMIF VMIF VMIF

) A ) A (v) A
Consigne" 1
I T I
11— 3 1 o
01 02 03 04 ' () 01 02 03 04 (1) 01 0.2 03 04 ' (g

VsMm Vsm | Vsm
w4 v : w4
326 | 0,82 | 1067 §
3,24 + 9,80 10,65 T
322 978 10,63 ¢
320 976 1061 +
318 & 974 10,59 +
316 F 9,72 10,57 +
314 1 9.70 1055 1
3,12 I 9,68 10,63 T
310 ¢, 9,66 10511,

® 10 0T 02 03 04 tms) ° o 0T 02 03 04 yms) ° to 0T 02 03 04 Tyme)
ato,Vsm=3,10v ato,Vsm=974v ato,Vsm=10,63v

Chronogramme A Chronogramme B Chronogramme C
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Document réponse n°3

Questions Q20, Q21, Q23

156 pS

378 S

” t(ms)

»

7t (ms)

B

7t (ms)

= { (ms)

0,2

0,2

LA LI I

4

I I I I
- - = .
I I I I

¥ F ¥ ¥

I ¥ 3 T
ES 3 ] I
I + r p
L r . T
I L T I

I I I I
Iw re e rw
T'o Io Io Fo
<4 <+ -+ “+

1
0,2

g L
T

0,1

LA DL B
1

EE NN NN SN
™1t T

H+H
0,1

V231

v) A

0
V232

(v) A

5

0
V233

(v) 4

0

Tableau N°2

Question Q22

14

10

VsMm
v)

Vbr5
Durée d'impulsion

broche 3 (en us)
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Document réponse n°4

Question Q24 Tableau n°3
Vas Vas Etatde | Etatde Etat du
Vx;" E-?;;““‘ oo | deT2s | detoa | T23 | To4 Filament
(v) (v) (P ou B) | (P ou B) | (Alimenté ou non)
0 B sm 0
5 st B +10
(1) S : on considére les transistors saturés avec Vcesat = Ov B : Bloqué

. 4,
Question Q30 Schéma structurel de FP5
+5v
us2
ust OPA111
) UL 2l po . - P SHC76
EN 5 + IN out
—= +
1
[S0 ] A0 OF OF
511 12 m]G% =t HomFr g F2
(§2__} A2
V_TeTX o oA 71 "o
VOT°RX N1 RVS51
V_T°ENTR N2
wies i e RV52
O—gINs
D‘~9— ING
O——{ IN?
HI508 -15v
CEB
+$v Bus de données DO a D7
—————————
uss
us4 A0 B0 ]‘7’
= a1 B1 g
2 CLKOUT A2 g2 8
sy 1ov SO A3 B3 |7y
Ad B4 43
2 20v L$B A5 B5 5
D16 A6 86 [
Rat 2 D15 g a7 Bt
RV53 GA D14 ,
D13 {7 7o) QR
D12 G
o1
D10 & 74HCT245
BPO D9
D8
CLK CRTL D7
2] usé
cpl DS 8
D4 A0 BO 75
cc D3 [~ Al Bl g
] D2 A2 B2 {2
. 4~ sTATUS o1 |2 A3 B3
ki 2 o MsB Ar 4
sc A5 85 [5
23 ADC76 ﬁg g‘; 11
[CsBit—
1
DIR
CSBR- 192
/77 74HCT245
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| Document réponse n°5 ]

Question Q34 Tableau n°4
Vin MsB Mot binaire LsB
(v) Bi B5 B8 B12 B16
0
10
Question Q38 Tableau n°5
Circuit A15/A14|A13|A12|A11/A10| A9 | A8 | A7 | A6 [ A5 | A4 | A3 [ A2 | A1 ] A0 Hexa
RAM | Début
ues Fin

eprom | Début (OO0 |1/0|o0j0lojo]ofo{o{olo|o|o0]o0]s2000
ue6 Fin 11011 $BFFF

pECODEUR|_Début

—
-
—
-t
—
—
—
—_
-—
—
—
-
—

U63 Fin
Question Q39 Tableau n°6
A2 A1 A0 G2B Sortie
Broche 3 | Broche 2 | Broche 1 | Broche 5| sélectionnée
CSBL\
CSBH\
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Cet

us1

|
I
22pF

D Yé1

16MH;
el ]

VoUOIASA N ~ rawTadl

s ls
kn N

L

J

[ 6/LNvD - @bed] anbjuoioele aiied | sieuisnpu senbiuyos} sewe)shs sep apnig | enbiuogoalg 9 115224 |

XTAL1 MPU
XTAL2

PO.0/ACHO
P0.1/ACH1
P0.2/ACH2
P0.3/ACH3
P0.4/ACH4
PO.5/ACH5
P0.6/ACHE
P0.7/ACH7

181 p2 o/rxD

P2.1/RXD
P2.2/EXTINT
P2.3/T2CLK
P2.4/T2RST
P2.5/PWM
P2.6/T2U.D
P2.7T2CAPT

P1.0
P11
P1.2
P1.3
P1.4
P15
P1.6
P1.7

P6.0
P6.1
P6.2
P63
P6.4
P6.5
P6.6
P6.7

NMI
RESET

CLKOUT

P3.0/AD0O
P3.1/AD1
P3.2/AD2
P3.3/AD3
P3.4/AD4
P3.5/AD5
P3.6/AD6
P3.7/AD7

P4.0/AD8

P4.1/AD9
P4.2/AD10
P4.3/AD11
P4.4/AD12
P4.5/AD13
P4.6/AD14
P4.7/AD15

ALE
RD

WR
BHE
BUSW
EA
READY
INST

VPP
VREF
ANGND

80C196KC

SCHEMA STRUCTUREL
PARTIEL DE FP6

Us2
A0 10 |
20 3 T o 2 2 10 a0 o1
D1 Q1 = 2 A1 1oz |
02 Qrf—aF—Em /03
03 QL v I A3 104
D4 Q4 Fo A4 /05
s Qs HE—— 2 2 a5 1106
6 68— 28y 2 ——4 a6 Vo7
o7 a2 Al 31 a7 1108
2 Laufg a0 24749
Al
) [J_— OE / 1 A10
74HCT373 X A1
S A12
% A13
Usa A14
T~ |15CSBL\ 3
T8 [acssi~ &
o cs
N T 628032
Y4
g1, Y5 8|
G2A X6 =)
G2B Y7 -0 EPROM
7AHCTI38 10 101 0o
2 2 A1 D1
2 5 1h2 D2
us4 A4 I A D3
; cs1 5 & a4 D4
! o H2EER = AS D5
F 2 1o Hassn 22 41 e D&
i 1o (E—o 5 31 a7 D7
N el 1o 18— B8 28 1,
2 5 o HE&— -2 24 4 po
< £ 1o HZ-o 3 214 Ato
X g || G |zcsan | ¥ 2 ﬁ];
Al 91, r EC CSEPROM\ X 26 {543
= 1y ] 271 A4
/Al
“PALTeLE A15
GE/VPP
CE
ANIZ7C512

IN3N3LIVYHL NOILONOL V1 30 131LdVd T3HNLONYLS VIWIHOS




:.7_"' SGS-THOMSON

MICROELECTRONICS HCC/HCF4066EB
DESCRIPTION :
Les HCC/HCF4066B sont des wout 1 E—I W Peove
circuits intégrés monolithiques disponibles SICNAL ]
en boitier DIL 14 broches. m 2[f——  ls comeor
Le circuit comporte quatre SW
commutateurs bidirectionnels utilisés pour SGNAL o af] D 2 CONgro
la transmission de signaux analogiques ou B nour 4] L] wwour
numeérigues. Chaque commutateur —I ]su»uu.
posséde une entrée de commande active comror s [+ S Jro ournn | ©
au niveau logique haut. 8 ! !
CONTROL € 9 OUTAN
Entrée de Etat du € sI lsnm
contrdle | commutateur ves 7] W J& meour | ©
0 OFF (ouvert) r_l
1 ON (fermé)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol Paramefer Value Unit
Vop* | Supply Voltage :HCC Types ~05t0 + 20 '
HCF Types -05t0 + 18 Vv
Vi Input Voltage -05toVpp + 05 \')
h DC Input Current (any one input) . +10 mA
Caractéristiques électriques :
Test Conditions Value .
Symbol | Parameter Vop T° Low T°=25°C T°High | Unit
(V) | Min. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Min. | Max.
HCC 5 800 470 | 1050 1300
Types 10 310 180 | 400 550
R 15 200 125 | 240 320 O
ON HCF 5 850 470 | 1050 1200
Types 10 330 180 | 400 500
15 210 125 | 240 300
Resistance RL 5 15
A ON | betweenany2 | _ 10 10 Q
Switches, | =10xQ —& 5
Entrées de .
. controle Entrées / sorties
Table de vérité : /G DIR An Bn
L L A=B en Entrées
L H en Entrées B=A
H X Z Y4
_ Z < état haute impédance,
IEELMEJ _ (f eSel NE A X & état indifférent,
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W Tixas NE555, NESS5Y, SA555, SE555, SES55C
INSTRUMENTS PRECISION TIMERS
DESCRIPTION : @ Timing From Microseconds to Hours
Les Nx555x/Sx555x sont des circuits ® Astable or Monostable Operation
intégrés temporisateurs capables de ® Adjustable Duty Cycle
g;‘:;g:; atio‘,‘f: ” ;Zﬂ';?f,?ns ou des ® TTL-Compatible Output Can Sink or
En mode temporisateur (monostable), Source up to 200 mA _
la durée d'impulsion de sortie est contrslé ® Designed To Be Interchangeable With

par un simple circuit RC.

En mode astable, la fréquence et le
rapport cycligue sont contrélés
indépendamment par deux résistances et
un condensateur.

La sortie est compatible avec la
technologie TTL si le circuit est alimenté en
5 volts. Dans tous les cas, elie peut débité

jusqu’'a 200 mA..

Brochage :
GND{] 1 8l} Voo
TRIG[} 2 7] DISCH

OouT[l 3
RESET{] 4

6] THRES
5] CONT

Signetics NE555, SA555, SE555, and
SES555C

Diagramme fonctionnel :

Ve
8

]
THRES

2
TRIG —

? pisch

GND

NOTES D’APPLICATIONS

MONTAGE MONOSTABLE :

{(5Vto15V)
L 1
L T
RAZ i 8
3 CONT Vee
4 reser SR
DISCH 3
our —L Output
THRES
Input TRIG
GND
L
T 1L

input Voltage

Voltage - 2 VIdiv

Qutput Voltage

A / { Vi

d / /

. Cagacitlor thﬂtaqe

Expression de la durée de Pimpulsion de sortie : ty =1,1. R,.C

IEELME] _ 4 TSEL NEA
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NOTES D’APPLICATIONS (suite)

MODULATION DE LARGEUR D’IMPULSION :

Il s’agit du montage monostable,

Vec(5Vio15v) mais on utilise la broche 5 (CONT)
4 pour contréler la durée de l'impulsion
de sortie. En fonction de la tension
4 g RS TRy appliquée sur cette broche, la durée
RESET Voo |, varie de la maniére suivante :
Clock __2 | G out Output
Input , Tw = - Ra.C.In(1 = Vbr5/Vcce)
DISCH
Modulation 5 | Le déclenchement est identique au
Input ™| 6
(see Note A} - THRES montage monostable
/~ C
il 1
MONTAGE ASTABLE :
s il T T T T 1
(5Vvio15Yv) | RaA=SkQ R =1k
RE=3x0Q  Ses Figure 12
0.01 UF — € =0.15pF
Open = 9
2
RAZ s s 8
. [N Ve e
| reser e Ry é
DISCH -al B
out Output 8
Rg s : THRES ty ¢
TG GND I a— | Output Voltage
¢ T 12 A
/Y TV I VIVIN
| Caplaclmlr Valtlage |

Time — 0.5 mekdiv

Expressions des durées a I’état haut, a I'état bas et de la période :
ty = 0,693.(Ra + Rg).C t. = 0,693.Rs.C

T =ty +1.-0,693.(Rs + 2Rg).C

Ra + Rg =1 Re

Rapport cyclique=ty/ T = Ri+2R; ~ 1~ m

IEELMEJ _ (jESEC NEA
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transistors MOS de puissance
canal N

>

BUZ 7
BUZ 71A

Ces transistors de puissance au silicium, en technologie MOS canal N, en boitier
TO-220, présentent une faible résistance a I'état passant RDS (ON).
Applications: commande de moteurs, alimentation a découpage, applications de puissance etc.

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CH 134)

suzn, I BUZ71A

IEELMEJ _ i ESE( NEA

Tensions :
Tension drain-source ................... Vbs max 50 M
Tension drain-source (Rgg = 20kD) ....... VDGR max 50 v
Tension grille-source. . .................. VGs max +*20 v
Courants
Courant drain (dc); Typ =60°C......... Ip max 12 - A
Courant drain (d.c.); Tmp =40°C......... Ip max - 12 A
Courant drain (valeur créte); Tmp = 25°C ... Ipm max 36 A
Puissance
Puissance totale dissipbe; Tmp =26°C...... Prot max 40 w
Températures
Température de stockage . ............... Tatg - 65523 + 150 C
Température de jonction. . ............... Tj max 150 ‘C
RESISTANCES THERMIQUES
Jonction-fond de boftier. . . .............. Rihjmb  max 3.1 K/w
Jonction-air ambiant. . ... ............... hj-a max 7% K/w
CARACTERISTIQUES STATIQUES Ty, = 25°C sauf indication contraire
BUZ T IBUZ A
Tension de claquage drain-source :
Ves=0V:lp=1mA ............... BVpss min 50 v
Tension de seuil grills-source
Vps=Vgs: lp=10mA.............. VGS(th)  min 21 v
max 40 v
typ 30 v
Courant résiduel drain-source 5C )
VDS = VDS max: Vs =0V: Tj=26°C.. Ip max 025 mA
VDS - VDS men: Veg = OV = 125°C . 1Dge max 1 mA
Courant résiduel grille-source
Vgs=20V:Vps=0V.............. Igss max 100 nA
Résistance drain-source & I'état passant
Vgs =10V:Ip=6A................ RpS(on) mex 01 012- Q
Caractéristique RDS(ON) = f (Tj) :
0,24 7Z212068
Ros(on) "
{(£2) — ;4 7
0,16 .
mex & ==
Pt [
-
s
o.0a =
o
40 o 40 80 120 160
Ty (°C)

| Bac STI G Electronique | Etude des systémes techniques industriels |
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BURR - BROWN &

DESCRIPTION : FEATURES

L’ADC76 est un convertisseur 16 bits ® 16-BIT RESOLUTION

a approximations successives, disponible en . o
boitier 32 broches. ® LINEARITY ERROR: 10.003% max (KG, BG)

Il s'agit d'un convertisseur complet, @ NO MISSING CODES GUARANTEED
avec tension de référence interne, il dispose FROM -25°C TO +85°C
de cycles courts dans lesquels la résolution @ 17us CONVERSION TIME (16-Bit)

est inférieure a 16 bits.
Les gammes de tensions d'entrées @ SERIAL AND PARALLEL OUTPUTS

possibles sont, en bipolaire de + 2,5v, + 5v,

+ 10v et en unipolaire de 04 5v,0a10v, 0 ABSOLUTE MAXIMUM SPECIFICATIONS

a20v. . o V10 COMIN .. OV 10 HBEV
Les données sont disponibles sous Vi o Common 0V o ~16.5
forme paralléle ou série. ¥, fo Comman W10 47V
Les tensions d’alimentations sont 5v Analog Cortmon to Digial Common . ... .............. 05V
et+ 15v Lagic Inputs fo Comman OV 16 Vi
Les erreurs de gain et de décalage Magimuns Power Dissipation ............. o 1000
sont ajustables a Faide de potentiométres Lead Temperatuce {scldering, 10s) p— LY
externes.

Diagramme fonctionnel :

Paraligl
Digital
Output

16-Bit DIA
Coriverter

16-Bit
Successive Approx.
Register {SAR})

—O Short Cycle
0 Convert Command

L Input Range
}Selecl

- O Comparator In

-0 Cloek Rate Control
—0 Clogk Out

O Status

0 Serial Out

Clock

IEELMEJ | ({ €LEL NEA
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Brochage :

PIN CONFIGURATION

Top View oip
wmss 8i1[1] 2] shont cycie
Bit2]2 31 Convert Command
Bital3 0] +5v Supply
Bit4fe N Gain Adjust
] 5

Bits s l—— L — 3 [28} «15v Suppty
site |a g g c in
Bit?[7 _‘—-_J z g T26] ipolar Offset
Bitals £ a f25] 1ov
sr9fs 2 (24 20v

Bt 10 [10 Y 123] Clock Rate Contral

By 11 [22] Anatog Cammon®:

Bit 12 f12
{LSB for 13 Bits) Bit 13 [13]
(LSB for 14 Bits) Bit 14 [14]
sit 15 [1g]
8it 16

NOTE: (1) Malal fid is connected
10 pin 22 (Analeg Common).

SPECIFICATIONS

ELECTRICAL
AL+25°C, and raled pawer supplies, unless othenvise noted,

ADC?6, K ADC78A, B
MODEL MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS
RESOLUTION 16 ) . Bits
ANALOG INPUTS
Vollage Ranges: Bipotar 12.5. 45, +10 ’ v
Uniipolar 01a+5 0o +10 M v
Q0o +20 M
Impedance {Direct Input)
O to +5V. £2.5V 2.5 ¢ kQ
0to +10V, s50V 5 N K
010 +20V, 210V 10 M G
DIGITAL INPUTS!!
Convert Command Pasilive pulse 60ns wide (min) tralling edge (*1° o *0” initiates conversion)
Logic Loading | | 1 | | | ‘ TTL Load
TRANSFER CHARACTERISTICS
ACCURACY
Gain Errorf2 0.1 02 M ¢ %
Offset Error: Unipolart? +0.05 10.1 M . % of FSR%
Bipolari2 0.1 0.2 N ’ % of FSR
Linearity Ecrar: K, B 10.003 ’ % of FSR
JA 0066 * % of FSR
{nherent Quantization Error 12 ’ LSB
Dilferential Linearity Evror . +0.603 v % of FSR
Neise (3. p-p} HH01 40.003 ’ . % of FSR

AJUSTEMENT EXTERNE DE GAIN ET D’OFFSET :

Les erreurs de gain et d'offset peuvent étre compensées grace a des potentiométres
externes de valeurs comprises entre 10 et 100 KQ, connectés aux alimentations +15v et ~
15v. Si ces réglages ne sont pas nécessaires, les broches 29 (ajustement du gain) et 27
(ajustement d'offset) peuvent ne pas étre connectées.

IEELMEJ _ Ll' csel NEA
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RESOLUTION ET AJUSTEMENT DU TEMPS DE CONVERSION :

Il est possible d’ajuster le temps de conversion en réduisant la résolution :

Résolution (Bits) 16 15 14 13 12
Connecter la broche 32 a Rien Broche | Broche | Broche | Broche

16 15 14 13

Temps de conversion typ.(en pus) 17 16 15 13 12

GAMME DE TENSION D’ENTREE :

La tension imposée en entrée peut évoluer entre deux valeurs extrémes délimitant la
gamme de tension d’entrée. Celle-ci est choisie selon les connexions réalisées :

Gamme de | Codage en sortie | Connecter la Connecter la Connecter le
tension broche 26 & broche 24 signal d’entrée
d’entrée la broche : a a la broche :

+10V COB ou CTC 27 signal d'entrée 24
+5V COBou CTC 27 rien 25
+2,5V COB ou CTC 27 broche 27 25
0a+5Vv CsSB 22 broche 27 25
0a+10v CcsB 22 rien 25
043 +20V CSB 22 signal d’'entrée 24

DEFINITIONS DES CODES DE SORTIE DE L’ADC76 :

CSB : Complementary Straight Binary : binaire naturel complémenté
COB : Complementary Offset Binary : binaire avec offset complémenté

CTC : Complementary Two’'s Complement : code complément a 2 complémenté,

obtenu en inversant le MSB (sortie B1).

TENSION D’ENTREE, CODE, VALEURS DE TRANSITION ET DE LSB:

Gamme de +/- 10V +/-5V +/- 2,5V 0a+20v | 0a+10v 0a+5v
tension d’entrée
Code utilisé en COB ou COB ou COB ou CSB CSB cSB
sortie CTC CTC CTC
LSB 20V 1oV 5v 20V v 5V
2" 2" 2" 2" 2" 2"
Code en sortie Valeurs de transition
MSB......... LSB
000....... 000 +10V-3/2LSB | +5V-3/2LSB | +2,5V-3/2LSB | +20V-3/2LSB | +10V-3/2LSB | +5V-3/2LSB
1M1........ 110 -10V+1/2LSB | -5V+1/2LSB | -2,5V+1/2LSB | OV+1/2LSB 0V+1/2LSB | OV+1/2LSB
IEELMEJ _ ( £$@_ NEA
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JAntersil,

Multiplexeur analogique CMOS HI 508

Description Générale

Le circuit HI508 est un multiplexeur analogique CMOS monolithique 8 canaux vers 1.
Il posséde une faible résistance entre la sortie et 'entrée sélectionnée.

Table de vérité

A2 | A1 | A0 [ EN D
X X X L HZ
L L L H INO
L L H H IN1
L H L H iN2
L H H H IN3
H L L H IN4
H L H H IN5
H H L H IN6
H H H H IN7

Hi-508
(PDIP, CERDIP, SOIC)
TCR VIEW

(vyy SGS-THOMSON M54HCT138
Y. MICROELECTRONICS M74HCT138
Description Générale Brochage:
NS
Le circuit HCT138 est un décodeur A B ] Yec
/ démultiplexeur 1 parmi 8. s D—L—g w0
Une sortie est sélectionnée parmi les huit ¢ B— ‘*Lg -
suivant les niveaux logiques présents sur _ L b
les trois entrées de sélection A, B et C. o [— H v
Il posséde deux entrées de 78 [ 13 %
validation a niveau logique actif bas et une & f— ’LB %
entrée de validation & niveau logique actif . iy .
haut. ' D_[_j p *
GND s} JIRG

Table de vérité

INPUTS OUTPUTS
G2A | G2B | G1 c B A | YO | YT ] Y2 | Y3 |Y4]|Y5]| Y6 | Y7
X X L X X X H H H H H H H H
X H X X X X H H H H H H H H
H X X X X X H H H H H H H H
L L H L L L L H H H H H H H
L L H L L H H L H H H H H H
L L H L H L H H L H H H H H
L L H L H H H H H L H H H H
L L H H L L H H H H L H H H
L L H H L H H H H H H L H H
L L H H H L H H H H H H L H
L L H H H H H H H H H H H L

EELMEJ _ (L ESCL NEA
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